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.1Photoconductor

.2PN photodiode

.3PIN photodiode

.4Avalanche Photodiode (APD)

.5Metal-Semiconductor-Metal (MSM)
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Photodetector characteristics
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Photodetector characteristics

نسبت جريان خروجي به توان نور ورودي): Responsivity(قابليت پاسخ دهي•
جريان الكتريكي بدون حضور نور): Dark Current(جريان تاريك •
حداقل توان سيگنال ورودي كه آشكارساز قادر به تشخيص ): Sensivity(حساسيت•

.آن است
محدوده طول موجهايي است ): Spectral Response Range(محدوده پاسخ طيفي•

.كه آشكارسازها قابليت آشكار كردن آنها را دارند
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كه آشكارسازها قابليت آشكار كردن آنها را دارند
زماني كه آشكارساز به تغييرات نور ورودي پاسخ ): Response Time(زمان پاسخ•

.مي دهد
مربوط به سرعت يونيزه شدن APDدر ): (Operation Speed(سرعت عملكرد•

.)است) زمان تكثير بهمني(اتمها 
.مطرح استAPDدر ): Gain(بهره •
.مطرح استAPDدر ): Gain bandwidth(پهناي باند•
.تغييرات جريان ناخواسته در خروجي آشكارساز مشاهده ميشود): Noise(نويز•



1. PhotoConductor

2. PN Photodiode
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3. PIN Phodiode

4. Avalanche Photodiode (APD)

5. Metal-Semiconductor-Metal(MSM)



1. PhotoConductors1. PhotoConductors
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1. PhotoConductors (cont.)
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1. PhotoConductors (cont.)
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2. PN photodiode2. PN photodiode
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2. PN photodiode (cont.)2. PN photodiode (cont.)

M. A. Mansouri-Birjandi chap.14 Photodetectors 9



3. P-I-N photodiode3. P-I-N photodiode
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3. P-I-N photodiode3. P-I-N photodiode

� Si: 500-1000 nm

� InGaAsP:1300 nm (1250 to 1400 nm)
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� InGaAsP:1300 nm (1250 to 1400 nm)

� InGaAs:1550 nm (1500 to 1600 nm)
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Avalanche Photodiode: APDAvalanche Photodiode: APD
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Avalanche Photodiode: APDAvalanche Photodiode: APD
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APD vs. PINAPD vs. PIN

PIN APD

Advantages

•Low Voltage
•Low Noise
•Low dark 
Current
•Easy to use

•Current Gain
•Sensitivity more than 
PIN
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•Easy to use
•Low cost

Disadvantages
•Low Sensitivity
•Without Current 
Gain

•High Noise
•High dark Current
•More Sensitivity to 
Temperature
•High operating Voltage
•Expensive
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